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W. SOKOLOWSKA: Zastosowanie statystycznych metod planowania doswiadczen ekstremal-
nych w spektralnej analizie emisyjnej

Przeprowadzono optymalizacje spektralnej metody analizy proszku grafitowego. Zbadano zalez
nos¢ intensywnosci linii widmowych szeregu pierwiastkow od sktadu atmosfery gazowej otacza-
jacej tuk, czasu ekspozycji i szybkosci przeptywu gazu. Kierunek optymalizacji ustalono w wyniku
doswiadczenia czynnikowego typu 2™ Wykonano pomiary wspotczynnikow regresiji dla Ca, Fe,
Mn, Pd, Ti, Bi, Cd, Zn.

E.DROZDZ, J. BUKOWSKI, W. VIETH: Zastosowanie spektroskopii protonowego rezonansu ma-
gnetycznego do oznaczania zawartosci SiHCly w czterochlorku wegla

W artykule omowiono zastosowanie metody magnetycznego rezonansu protonowego do ilos
ciowego oznaczania tréjchlorosilanu w technicznym czterochlorku krzemu. Stosujac jako wzorzec
wewnetrzny benzen okreslono granice wykrywalnosci oraz przeprowadzono analize statystyczna
uzyskanych wynikow.

"

J. TORUN, M. WOJCIK: Przeswietleniowa mikroskopia elektronowa heteroepitaksjalnych
warstw GaAsy-xFPx

W artykule przedstawiono wyniki badan warstw heteroepitaksjalnych GaAs‘_x B (x=0,4}). Ob
serwowano dyslokacje niedopasowania, btedy utozenia i pryzmatyczne petle dyslokacyjne. Okre-
slono charakter obserwi.wanych defektow.

W. PIGA: Tellurek kadmu jako material do wytwarzania detektorow promieniowania jgdrowego

Na podstawie literatury omowiono zastosowanie tellurku kadmu do wytwarzania detektorow
promieniowania jgdrowego. Przedstawiono podstawowe typy detektorow promieniowania nu-
klearnego i omdowiono ograniczenia funkcjonalne wtasciwe detektorom potprzewodnikowym na
bazie krzemu i germanu. Omowiono gloéwne wtasnosci tellurku kadmu — materialu z grupy
zwigzkow All BVI — z punktu widzenia zastosowania do detektorow promieniowania nuklearne
go. Przedstawiono korzysci zwigzane z zastosowaniem tellurku kadmu w nawigzaniu do wyma
gan, ktore powinien spetnia¢ materiat dla detektorow.

J. RADOMSKI, W. M. RECKO, J. GARCZYNSKI: Oznaczenie stopnia czystosci POCl,1 SbClsmeto
dami kriometrycznymi

W artykule przedstawiono podstawy teorii kriometrii i przyktady oznaczania, metodami kriome
trycznymi, stopnia czystosci tlenochlorku fosforu i trojchlorku antymonu.
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B. COKONOBCKA: flpumeHeHue cmamucmuyeckux Memoooe nnaHupo8aHun IKCNEPUMEHMOo8
8 cnexmpasbHoOM aHau3le

Bbina NpoBeaeHa ONTUMM3aLMA CNEKTPANBHOIO METOAa aHanu3a rpaduTHoro nopoiuka. Uccne-
[A0BaHa 3aBUCMMOCTb MHTEHCUBHOCTA NIMHMK CNEKTpa PAAA 3MEMEHTOB OT COCTaBa ra3oBoM ar-
Mocdepbl OKpbLIXAIOWE AYTY, BDEMEHWN 3KCMO3MUMM U CKOPOCTU TEYEHUA rasa.

HarpasneHve onNTMMW3auMM ONpeaeneHo B peaynbTare (akTOPHOrC 3KCNepUMeHTa Tvna 2 .
NponaseaeHsbl Mamepenunsa koapduumneHTos perpeccum ana: Ca, Fe, Mn, Pd, Ti, Bi, Cd, Zn.

3. APOXK, A. BYKOBCKMW, B. BET: /lpumererue mMemooa MOHUMHO20 NPOMOHHO20 pe3o-
HoHca 051R onpedeneHur codepxoHua SiHCI e mexHuyeckom SiCl

B cratbe NnpeacTasnNeHo NpUMEHeHNe MeToaa MarHUTHOro NPOTOHHOIO PE3oHAHCa ANA Konunyec-
TBEHHOIMO OfipeaeneHnAa TpUXNopcMNaHa B TEXHUYECKOM 4HETbIPEXXNOPUCTOM KpemMHue. anI-
MEHAA B Ka4YeCcTee BHYTPEHHEro 3TafnioHa 6eHson, 6bina onpeaeneHa rpaHvua BbiIAB — NAEMOCTU
v NIpoBeaeH CTaTUCTUYECKUN aHaNN3 NoNy4YeHHbIX Pe3ynbTaTos.

M. TOPYHb, M. BONUWMK: flpoceevuearowiaa 31eKmpOoHHAA MOKPOCKONUA 2emepo3numoKcua-

NbHbix nneHok GaAs,,, B

B pa6oTe NpeacTaBneHsl peaynbTaTbl UCCNEA0BAHWUYA FE€TEPO3NATAKCHANbHBIX NNEHOK GaAs, , Py
(%=0,4). BoiNn 3aMeYeHbl U MCCNEAOBaHbl AMCNOKAUUW HECOOTBETCTBUA, AE(HEKTb YyNAKOBKN U
NpU3MaTVYECcK1Ee ANCNOKaUMOHHbIE NeTnu. MpeacTaBnexa xapakTepucTnka 3Tux AedeKTos.

B. NMUTA: Fennypuu kuumux — mMumepudsl 0414 useulliuGIIEHUH VBINEKINUPOS HUCPHO20 U3ny-
YeHUA

MpeAacTaBneHbl OCHOBHbIE TUNbI AETEKTOPOB AAEPHOMO U3NYYEHNUA U OTOBOPEHS (PYHKUMOHAMb-
Hble OrPaHWYEHWA, KOTOPLIE XAPaKTEepHbl AMA NONYNPOBOAHWKOBbLIX AETEKTOPOB Ha OCHOBE
KpeMHUA U repmanuna. OroBopeHbl OCHOBHbIE CBOWCTBA TeNnypuaa KaaMua — maTepuana
rpynne coeanHennn All BV, ¢ Touku 3peHva npumeHeHns ero AnA AeTeKTOPOB AAEPHOIO N3ny-
uenvnn. [peactasneHbl NpeMMyLLECTBA, CBA3AHHbLIE C NIPUMEHEHVEM Tennypuaa Kaamua, umes
BBUAY AMCKYCCUIO N0 Tpe60BaHUAM, KOTOPLIM AOMKEH OTBEYATL MaTepvan ANA AeTEKTOPOS.

W. PAJIOMCKWU, B. M. PETbKO, U. TAPHUHLCKWU: Onpedenerue cmeneru yucmomer POCIy u
SbCly kpuomMempuyeckumu memoodomu

B cratbne npoANOXeHbl OCHOBbLI TEOPUN KPUOMETPMN U NPUMEPLI ONPEeaAeNeHnA CTENEHN YUCTOTHI
POCI; u SbCl,.
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W. SOKOLOWSKA: Application of statistical methods design of experiments in emission spec-
troscopy

The optimization of spectrographic analysis of graphite powder have been presented. The influ-
ence of the composition of the protective atmosphere, exposition time and gas flow velocity on
the line intensity have been investigated. Direction of optymization was established as results of
the full Z* factorial experiment. Regression coefficients were calculated for Ca, Fe, Mn, Pd, Ti, Bi,
Cd, Zn.

E. DROZDZ, J. BUKOWSKI, W. VIETH: Quantitative determination of trichlorosilane in technical
purity tetrachlorosilane by proton magnetic resonance method

Qualitative and quantitative determination of trichlorosilane in technical purity tetrachlorosilane
by proton magnetic resonance method is presented. Detection limit and precision of subsequent
determinations using benzene as internal standard are discussed.

J. TORUN, M. WOJCIK: Transmission electron microscopy of heteroepitaxial layers of
GaAs ’_xpx

The results of transmission electron microscopy investigation of heteroepitaxial layers of
GaAss-x Py (x=0.4) have been described. Misfit dislocations, stacking faults and prismatic dislo-
cations loops have been observed and their characteristics have been given.

W. PIGA: Cadmium telluride as a material for nuclear detectors preparation

On the basis of literature rewiev the application of cadmium telluride for nuclear radiation detec-
tors was discussed. The basic types of nuclear radiation detectors were rewieved and inherent fu-
nctional limitations of Silicon and Germanium semiconductors detectors were discussed. The
main Cadmium Telluride properties-the material of II-VI compounds group-from its application
for nuclear detectors point of view were described.

The advantages of Cadmium Telluride application were presented in relation to the discussed re-
quirements to be fulfilled wiht the material for nuclear radiation detectors.

J. RADOMSKI, W. M. RECKO, J. GARCZYNSKI: Determination degree of purity POCl;and SbCl,
by cryometrics methods

In this paper the basis theory of cryometry and applications for determination degree of purity
POCI, and SbCl; was presented
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W celu ulatwienia prac redaokcyinych zwiqzonych z przygotowaniem materialu do druku redokcja prosi Autoréw o przestrzeganie

podanych nitej wskazéwek:

1.
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Objetoici artykuléw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

Artykuly powinny by ¢ ncpisone na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi wiersz/, z margine-
sem 3,5 cm z lewe] strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno byé wigcej nit 31 wierszy po 65 znckéw . Wszystkie strony
powinny byé numerowane.

. No marginesie tekstu nalety zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny by & umieszczone rysunki i toblice.

. Wszystkie tobl ice i zestowienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywa¢ osobno /nie w maszynopisie colego artykulu/, 4 egzem-
plorzach na oddzielnych arkuszoch i numerowaé kolejno. U géry katdej tablicy podaé tytul objatniajqey .

. Artykuly nalety nodsylaé w 4 egzemplarzach; powinny by ¢ dolqczone do nich krétkie streszczeniao w jezyku polskim, rosyjskim
i angielskim /réwniet w 4 egzemplorzach/.

. Artykuly powinny byé w zasadzie podzielone logicznie no czeéci a w czgsci koficowe| winny byé sformulowane wnioski. Tytuléw
rozdzialéw nie nolezy podkreflaé. W miarg moznoci unikoé podzialu artykulu no oddzielnie zatytulowane czgii.

. Rysunki powinny by & nodsylane w | egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zakiczone oddzielnie w usztywnionej kopercie.
Spisy rysunkéw zowierojqce teksty nopiséw pod rysunkomi nalety sporzqdzoé oddzielnie /niezalenie od tekstu artykuléw/, w 4
egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé no przezroczystej kalce drukarskiej.

8. Fotografie powinny by¢& ostre i wykonane no bialym blyszczqcym papierze fotogroficznym. Numery fotografii i powigkszenie

nalezy podawaé no odwrocie - olswkiem. Numeraciq nalety objqé rysunki i fotografie lqcznie /nie stosowaé oddzielnej nume-
racii dlo rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

. Po zokoniczeniu artykulu nalezy podoé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierwsze litery imion, pelny
tytul dzielo lub artykutu, tytul czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, ewentualnie numer strony . Pozycje wy-
kozu literatury winny byé r v , w tekécie powolania na numer pozycji w nawiosach kwodrotowych, np. 1

. Slownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczer wielkosci we wzorach itp. powinny byé zgodne z ter-.
minologiq przyjetq przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Uklod Miar /S1/ oraz z innymi obowiqzujqeymi przepisami.

. Maszynopis powinien by & bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na stronie nie powinno byé
wigcej nit 5.

. Redokcjo zostrzega sobie prawo przeprowodzania drobnych zmion redokcyjnych, niezbednych skrétéw, korekty stylistycznej itp.

. Fokt nodestania procy do wydrukowania w "Moteriotoch Elektronicznych" uwatany jest za réwnoczesny z o$wiodczeniem Autora,
te proco nie bylo drukowana ani wyslona do drukowania w zodnym innym czasopifmie krajowym tub zagranizznym.

. Autorzy proszeni sq o doklodne podawanie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania si¢ i ewentualnego prze-
slonia noleznego honororium,
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